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Idees brevets : 

• v x ^ - • 

w Module hybride 

TSansle domaine.de la smart card ; association de 2 puces Tune sur r autre de taillc 
diffSrente. Association d' application ; SIM + porte monnaie ou control d'acces ou 
transport 



led 

La premiere puce, la plus importante en taille est monter sur la bobine de module (et 
cabte ?), cettc bande est repassSe une deuxifeme fois pour monter la plus petite puce sur la 
premiere. 

Le cablage est finalist ou r6alis6 dans sa globalite. 

+ ensemble de Toutil disponible. 
+ rapiditg de misc en oeuvre 
+ peu coftteux ( tomps machine) 

- realisation de tranche de 80 & 90pm, 

- <5paisseur"de colle supptementaire pour U dcuxieme puce. - problfcme hauteur 
module 7 ~~ • ■ ■ 

_ revoir ' renrobage de la puce' 

'tVbif collage de la deuxteme puce au niveau du wafer/ avantage du controie de la colle 
par spin coating sur la tranche - dans cc cas peut 6tre une lOene de fun) 



Dcuxieme puce en flip chip sur la premiere. 



+ gain en hauteur de boucle 

4- mise en cenvre au niveau du wafer 

- re routage des pistes & r interface 

- montage flip chip ( machine ) 

- (brevet Infineon ?) 



3 cmc miSthode f Z ppssiMlitfe nu mojjns 1) 
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Insertion d'une puce de petite taille dans le capot Sishell. 
t La pt^cei de la piice est pre gravfie dans le capot. 

Cette technique permet aprfcs scellement du capot de r£dujre t*£paisseur dc la plus grunde 
puce a une gpaisseur de 40 k 50 [Am sans dommage et avee unc manipulation du wafer 
comparable aux wafers Sishellisds. 

L'Spaisseur de la deuxidmc puce est de 140 fim ( et non plus de 90/im comme dans les 
autres cas.) 



Le report de la puce pout ctre fait par les machines ESSEC actuelles apr&s montage de la 
puce Sishcllisdc sur la 'bande module', Le cab] age est nSalistf globalemenL 

Ou report de la puce a Tdchelle du wafer - ayantpu aprfcs amincissetnent - 

Qrupsut envisager de monter "cette puce en VC dans la cavity avec un rc routage S 
^'interface et sortie des fils par des vias usin6s dans le capot ( // a ceux de la puce sous- 
jacente). 

par rapport & un montage 'siScuritaire 1 , te nombre de masque est xtfduit & 2 maximum ( un 
peut etr$ juste flashd) 

Le P^peut Stre moms performant et surtout notrc bottle neck sur la duree du scellemem 
reduitde 30h h 2h ( m&ne h revoif avec d'autre typo de rdsine) 

4- realisation possible ir&s rapidement 
+ solidilfi du dispositif 

+ manipulation de plaquette d'^afcscur standard . 
- Cout ? (mcrne pas sure) 



4qmem£thode. 

. Qft le capot Silicium d f un dispositif de type Sishell est rempJac£ par une couche 
organique 6paisse photosensible. 

+ mSroe avantage que Sishell ( amincissement de la plus gf ande puce ) 
+ Co.ut / y Silicium de Sishell ( k verifier ) 
+ ospbet m^canique int&essant 

+ montage en PC facility par rapport b Sishell silicium ( planarisation des pistes 
interfaces) 
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- dSvdoppement ou collaboration ( des produits avcc polymferes 6pais existent 
notaroxnent dans le biomedical©) * 



Pax resu de : 33 1 47 46 70 26 SCHLUHBEKGiiKUKFIfl xi'u^ul. x^. w Ayi Au 



Revendication 

l\ Capot en siliciam caractdfis£ en ce qu'il compreud une couche organique. 
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